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β-(BEDT-TTF)2PF6の電荷秩序

Current density dependence of Electric field
時間分解サンプル電圧

I‐V特性

β-(BEDT-TTF)2PF6の電場応答

研究の目的
低抵抗状態は,電荷融解？

Filamentary phenomenon or Bulk 
phenomenon?

Heat effect or Thermal breakdown?

β‐(BEDT‐TTF)2PF6における電場下の時分割回折実験
共同研究者 東大物性研・森初果，市川敦，磯野貴之

Experimental

90 K における電荷秩序パターン

電荷秩序パターン
の模式図

抵抗率の温度依存

Charge Order

TM‐I=297K

β-(BEDT-TTF)₂PF₆の結晶構造

バンド構造
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Melting of charge order ?

XRD in an electric field

Pulse width : 5 msec

低抵抗状態の構造を明らかにする。

分子構造は？

chargeは？
実験

PF  BL‐8A

IP + He 吹付
250Kで，電場印加して振動写真

X線回折実験@BL‐8A

Sample
20 ms

Results

at 250 K
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Source‐Meter Keithley model 2612

Without EF  
0mA

With EF  
0.9mA

at  250 K
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－without EF 0mA －with EF0.9mA

+0.11%
+0.26%
+0.05%

a:14.9760(16)
b: 32.648(2)
c: 6.6637(6) 
V 3258 2(2)

With EF  0.9mA
a: 14.9367(17)
b: 32.629(2)
c: 6.6566 (6) 

Without EF 0mA

Cell constants

The intensities of superlattice reflections decreased by an average  of 25%. 

The peak splitting and the broadening of fundamental 
and superlattice reflections were not observed.

0.05%
+0.43%V: 3258.2(2)

The volume of unit cell increase by 0.43%.

V: 3244.2(2)

ΔV=0.4%

Discussion
Temperature dependence of 
lattice constants

Resistivity

Decrease of 25%.  Applied E

Heating
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Filamentary Domain

電荷秩序状態
0.38  0.92 0.04 0.66 ?? ?? ??  ??

Voltage pulseTime resolved sample voltage

Future plane

67K

90K

Charge Order

β‐ (meso‐DMBEDT‐TTF)2PF6

The long‐range checkerboard‐type charge ordering  below 70 K

Nonlinear conduction

Temperature dependence of 
superlattice reflections
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Heat effect

ρ(250 K) – ρ(260 K) ⇒ 15.5 Ω・cm

⇒ ×Heat effect

ΔT=10K

Amount of change by EF ⇒ 300 Ω・cm ・・・ disorder

・・・ charge rich

・・・ charge poor

結晶全体で，電荷秩序のコントラスト
が弱まっている

X‐ray
off off

Time

S. Niizeki et al., J.Phys.Soc.Jpn. 77, 
073710 (2008).

Electric induced
metastable state

ニ量化は？
分子構造は？

1 ms

β’’‐(DODHT)2X；X（対アニオン）の構造解析
共同研究者 茨城大 西川浩之 岡山大 近藤隆祐 野上由夫

圧力誘起超伝導体 β″-(DODHT)2PF6 : 電荷秩序 (CO) 絶縁相

常圧の絶縁相：電荷秩序相(CO) TI = 255 K

Rich and Poor

均一な電荷分布（平均電荷状態 +0.5価）

1D Alternating Heisenberg Chain

a-axis : 2-fold periodicity
a

b

電荷秩序状態 (+1 and 0 価）

40 
K

fittin
g

超格子反射（２倍周期, a‐軸）
磁化率の温度依存性

β"‐(DODHT)2AsF6の放射光による構造解析

研究の目的

β″-DODHTの対アニオンによる物性の違いを明らかにする（対アニ
オンのサイズ依存性？）。

β″-(DODHT)2AsF6の常圧の絶縁相を明らかにする。

PF6塩と同様，ＣＯか？
ＣＯのパターンは？

Band structures and Fermi surfaces of β"‐(DODHT)2AsF6

250 K

150 K

298 K

共同研究者 茨城大・西川浩之，岡山大・近藤隆祐，野上由夫
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KEK  BL-1B

J αJ

1‐D Alternating Heisenberg Chain Model（0.5 a*, 0, 0）
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β"‐(DODHT)2X ； X（対アニオン）の物性

Satellite reflections of β"‐(DODHT)2AsF6
298 K 57 K

Satellite reflection
（a*/2, b*/2 , c*）

CO stipe: a-direction

  Satellite peaks = broad

150 K で一次元fermi面

Intermolecular interaction in β"‐(DODHT)2AsF6
Overlap int. (×103 eV) 298 K 250 K 150 K

b1 –3.045 –3.267 –4.006
b2 –0.297 –0.384 –0.589
c –11.331 –11.327 –11.992
p –10.537 –11.277 –12.029
q –6.658 –6.986 –1.692

a

b
b2

a

0 50 100 150 200 250 300

10-1

100

T / K

SbF
6

0.2

0.0

χ 
/ 1

300250200150100500

T (K)

90K：急激な減少

磁化率 超伝導 基底状態 イオン半径
1D alternate Heisenberg 圧力下 常圧 5価　6配位

PF6 clear fitting ○ CO (p-q stripe) 0.38 Å

× fitting
スピンパイエルス(90 K)

SbF6 0.60 Å

TaF6 0.64 Å

0.46 ÅAsF6

××

○ CO (p-q stripe) ?

半導体

anion 絶縁体転移

fitting

unclear
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Satellite peaks  =   broad

250 Kと150 K で構造解析
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T = 90 K qの値が150 K以下で小さくなったため，一次元Fermi
面へと変化し，p‐q方向に電荷が整列できない（V/tが
大きくなる）

90 K 以下で電荷がorderすると同時にネスティングが
おこり非磁性に転移

AsF6塩 PF6塩


